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Целью данной работы являлось исследование электрических свойств 
пленок карбонитрида кремния для определения возможности создания на 
их основе резисторных структур с широким диапазоном резистивных 
свойств.

Пленки карбонитрида кремния толщиной от 1,1 мк.м до 1,6 мкм полу­
чали путем разложения в низкотемпературной плазме паров гекса.метилди- 
силазана [(СНз)б8І2НН]. Легирование пленок осуществлялось ионно­
термическим методом в едином с нанесением пленки вакуу'мном цикле. В 
качестве легирутошего металла использовали медь. Легированию подвер­
гался только верхний слой пленки.

Электронографические исследования показали, что легированные ме­
дью пленки содержат рефлексы, соответствующие чистой меди и окислам 
меди СиО или СигО. Нелегированные nncFiKH карбонитрида кремния яв- 
ля.ютсл аморфными.

При легировании пленок карбонитрида кремния медью утсудшаются их 
трибологические свойства. Коэффициент трения легированных пленок ра­
вен ~1, нелегированных -  0,3.

Для исследования электрических свойств получаемых пленок создава­
лись резисторные структуры на снталловых подложках. Экспериментально 
установлено, что нелегированные пленки карбонитрида кремния являются 
диэлектриками, в то время как легированные в зависимости от содержания 
лигатуры могут иметь электросопротивление от десятков Ом до сотен 
МОм. При нагреве легированных пленок на воздухе до 300“̂С с повышени­
ем температуры сопротивление образцов сначала возрастало до значений, 
определяемых степенью легирования пленок, а зате.хі при дальнейшем по­
вышении температуры нагрева начинало снижаться. Значения температур, 
при которых в резисторных структурах менялся тин проводимости, опре­
делялись степенью их легирования; чем выше процент содержания меди в 
образце, тем выше температура изменения типа проводимости, При по­
вторном прогреве резисторных структур у них наблюдался только полу­
проводниковый тип проводимости.

В настоящее время работы по оценке возможности использования пле­
нок карбонитрида кре.мния, легированного медью, д.ля создания приборов 
наноэлектроники различного назначения продолжаются.


